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Наведено результати експериментальних досліджень фотопровідності і вольтамперних характеристик 
відпалених (Т = 1174 К, PCd = 2,24·105Па) зразків CdTe, легованого залізом. Виявлене явище залишкової 
провідності (ЗП) природа якого пов’язується з кластерами, що вміщують домішку заліза, а також явище 
поляризованої пам’яті при вимірюванні ВАХ. 
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Загальне зниження рухливості електронів 
обумовлене розсіюванням на неоднорідностях, 
свідчить про неоднорідний розподіл домішок в 
об’ємі низькоомного шару, що підтверджується 
фотоелектричними дослідженнями відпалених 
зразків [1]. Освітлення таких зразків при 80 К 
монохроматичним випромінюванням (hν = 1,56-
1,58 еВ) різної інтенсивності і після виключення 
збудження давало можливість спостерігати 
прямування величини струму до насичення при 
збільшенні інтенсивності збудження. Релаксація 
спаду фотопровідності дуже повільна. Час релаксації 
росте з часом, досягаючи в різних зразках 104-105 с. 
Швидке повернення до первинного стану досягається 
шляхом нагріву зразків до температур, що 
перевищують 100 К. 

Проведені нами дальніші дослідження таких 
зразків показало. що часові залежності релаксації 
фотопровідності суттєво залежать від температури 
рис. 1. 

Таким чином, має місце явище довготривалої 
релаксації або залишкової провідності (ЗП). Стан ЗП 
виникає при збудженні не тільки власним 
випромінюванням, але і домішковим, причому 
довгохвильова границя ЗП лежить біля 1,2 еВ 
(рис. 2). Цей факт, також незалежність ЗП від 
способу обробки поверхні зразків свідчить про 
об’ємний характер ЗП. Крім того, наявність чи 
відсутність границі і-n не впливало на 
характеристики ЗП, тобто i-n-перехід в даному 
випадку не є причиною ЗП. Існування ЗП не 
залежить від того протікав, чи не протікав струм 
через зразок під час освітлення його при низьких 
температурах. Вольтамперні характеристики (ВАХ) 
лінійні в стані ЗП і надлінійні в темноті (рис. 3). 

Вимірювання ВАХ проводились в стаціонарному 
режимі. Ми не спостерігали гасіння ЗП електричним 
полем до 100 В/см, а також гасіння ІЧ - 
випромінюванням. Щоб уникнути термічного 
розігріву зразка, вимірювання проводились в 
імпульсному режимі. Частота імпульсів 104 Гц, 
тривалість імпульсів 1 мкс. Напруга контролювалась 
імпульсним вольтметром В4-2. Рухливість електронів 
при освітленні зростає на 15-20 % і в стані ЗП 
перевищує темнову. 

Для пояснення явищ, що спостерігались можна 
було би допустити наявність у відпалених зразках 
рекомбінаційного центру з дуже малим перерізом 
захоплення, так як це має місце для чистих зразків 
CdTe [2]. При цьому необхідно замість глибоких 
донорів розглядати двократноіонізовані акцептори, 
які виступають в нерівноважних умовах в ролі 
центрів повільної рекомбінації. з перерізом 
захоплення 10--25-10-26см2 в нашому випадку. 

Оскільки такі величини Sr для ізольованих 
центрів малоймовірні, крім того, не знаходить 
пояснення домішкова ЗП, то перевага надається 
моделі “колективних бар’єрів”, яка на даний час 
використовується для пояснення ефектів ЗП 
широкого кола напівпровідникових сполук [3]. 
Потенціальні бар’єри, на яких проходить 
просторовий розподіл нерівноважних носіїв, в 
нашому випадку можуть бути зв’язані з кластерами, 
що вміщують домішку заліза. 

На зразках з концентрацією кластерів ∼1011-
1012 см-3 [4], що відповідає концентрації Fe у зразках 
∼1018-1019 см-3 спостерігався ефект поляризованої 
пам’яті аналогічно як у [5]. Характерна залежність 
I = f(U) показана на рис. 4. Концентрація Fe складала 
3·1019 см-3. Зразок відпалювався на протязі 120 годин 
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при 1173 К і PCd = 2,24·105Па. Залежність I = f(U) 
знята при кімнатній температурі. 

Як видно з графіка, при напрузі ∼80 В проходить 
перемикання зразка з одного стану в інший. Для 
повернення зразка до початкового стану потрібно 
прикласти зворотню напругу ∼70 В. Цей 
експериментальний факт можна пояснити аналогічно 

як в [6]. При накладанні сильного електричного поля 
кластери перекриваються між собою за рахунок 
утворення провідних містків між ними, які 
руйнуються при зменшенні поля, що відповідає S-
подібним ВАХ, що спостерігаються (рис. 4). 
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Рис. 1. Часові залежності релаксації 
фотопровідності при різних температурах 1 – 77 К, 
2 – 80 К. 

Рис. 2. Залишкова провідність зразків CdTe:Fe в 
залежності від енергії збудження. 
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Рис. 3. Вольтамперні характеристики зразку 
CdTe:Fe 1 – в стані ЗП, 2 – у темряві. 

Рис. 4. Вольтамперна характеристика зразку 
CdTe:Fe: NFE = 4⋅1019см-3; Твідп = 1173 К; 
Рса = 2,24⋅105Па. 
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The results of experimental investigations into photoconductivity and volt-ampere characteristics of annealed 
(T = 1174 K, PCd = 2.24·105Pa) CdTe samples doped with iron have been given. The phenomenon of residual 
conductivity related to iron impurity containing clusters, as well as the phenomenon of polarized memory when 
measuring volt-ampere characteristics have been discovered. 


